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Прилад, що заявляється, належить до способів прямого вимірювання товщини одно- та 
багатошарових покриттів і може використовуватись для визначення товщини шарів 
плівкоутворення.  

Із розвитком сучасних технологій все більш актуальною стає задача визначення товщини 
ультратонких покриттів, фізичні параметри яких суттєво відрізняються від об'ємного матеріалу.  5 

Так, наприклад, у ряді виробництв використовуються плівкові розпилювачі. Даний тип 
розпилювача має дуже широку сферу застосування в харчовій, хімічній, фармацевтичній та 
інших галузях промисловості для тепло- і масообміну між краплями рідини і газовою фазою в 
процесах розпилювального сушіння, абсорбції, проведення міжфазних реакцій, охолодження 
рідин, кондиціонування газів і інших подібних процесах [1-6]. 10 

Такий широкий спектр використання плівкових розпилювачів говорить про високу 
ефективність роботи даного приладу. Принцип роботи будь-якого диспергатора рідини 
(розпилювача) наступний: незалежно від конструкції розпилювача в нього надходить суцільна 
рідина, а після процесу розпилення вона знаходиться вже в диспергованому каплеподібному 
стані. 15 

Висока ефективність роботи плівкових розпилювачів залежить від параметрів плівки, яка 
стікає з кромок розпилювача До параметрів плівкоутворення на статичних плівкоутворювачах 
належать: ширина розтікання плівки, товщина плівки, в'язкість рідини, поверхневий натяг, 
густина рідини. Основним параметром серед них є визначення товщини покриттів. 

Існує широкий спектр приладів для визначення товщини покриттів, принцип роботи яких 20 

ґрунтується на використанні різних фізичних явищ та характеристик досліджуваних матеріалів 
(зміна хімічного складу, електричного опору, ємності, оптичної, радіаційної або магнітної 
провідності первинного давача тощо) [1-3]. При підходах, описаних у цих роботах, для 
визначення товщини використовують відповідні рівняння, які зв'язують характеристики, що 
вимірює прилад та різні фізичні константи матеріалу. Ці методи визначення товщини 25 

характеризуються помірною точністю і використовують наперед відомі константи матеріалів. 
Для новітніх наноматеріалів, які знаходяться в процесі розробки, значення основних констант 
часто є невідомими, що робить визначення товщини покриттів з таких матеріалів досить 
наближеним. Задача ще більше ускладняється у випадку багатошарових нанометрових 
покриттів.  30 

Прямі методи вимірювання товщини, такі як оптична [4], растрова [5-6] і просвічуюча [6] 
електронна мікроскопія та механічна профілометрія [7-9] позбавлені зазначених вище недоліків, 
оскільки визначають висоту сходинки "шар-підкладка", яка може бути утворена або 
неконтрольованими дефектами покриття [1, 3]. При цьому виникає проблема коректного 
вимірювання товщини нанометрових шарів, особливо багатошарових систем, у зв'язку із 35 

невизначеністю вертикального розташування границі між шарами (інтерфейсів). Крім того, цим 
методам бракує точності при визначенні товщини ультратонких шарів (товщиною 1-10 нм), а 
методи просвічуючої електронної мікроскопії є високозатратними і мають малу статистичну 
вибірку.  

В основу корисної моделі поставлена задача підвищення точності визначення товщини 40 

шару плівкоутворення на статичних підкладках. 
Поставлена задача вирішується тим, що прилад для визначення товщини шарів 

плівкоутворення на статичних підкладках складається з резервуара постійного рівня рідини, на 
днищі якого виконано щонайменше один отвір і до якого приєднаний плоский змінний 
плівкоутворювач, електроконтактного пристрою, який складається з мікрометра з голкою, яка 45 

може переміщуватися по висоті та індикатора змінного струму, при цьому мікрометр жорстко 
закріплений до днища резервуара постійного рівня рідини та розміщений під прямим кутом до 
плоского змінного плівкоутворювача.  

Корисна модель дозволяє проводити визначення дуже тонких плівок товщиною до декількох 
нанометрів, зокрема, які використовуються як мастило у нано- та мікроелектромеханічних.  50 

Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображена схема 
приладу для визначення товщини шару плівкоутворення на статичних підкладках. 

Прилад для визначення товщини шару на статичних підкладках містить резервуар 1 
постійного рівня рідини, в днищі якого передбачено не менше одного отвору 2, що служать для 
витікання рідини і початкового формування струменя, плоский змінний плівкоутворювач 3. 55 

Електроконтактний пристрій 8, який складається з мікрометра 4 з голкою 7, яка може 
переміщуватися по висоті, та індикаторного пристрою 5 (міліамперметр змінного струму або 
спеціальна електронна інтегруюча схема з осцилографом). Мікрометр 4 жорстко закріплений до 
днища резервуара 1 постійного рівня рідини та розміщений під прямим кутом до плоского 
змінного плівкоутворювача 3. 60 
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Прилад для визначення товщини плівки працює наступним чином. В резервуар 1 постійного 
рівня рідини заливають електропровідну рідину. Через отвори 2 рідина стікає по плоскому 
змінному плівкоутворювачу 3. Підводять напругу до електроконтактного пристрою 8, після чого 
переміщають голку 7 мікрометра 4 до плоского змінного плівкоутворювача 3, у момент торкання 
поверхні рідини замикається електричне коло, що відображається на індикаторному пристрою 5 

5. Товщина плівки визначається різницею в показаннях на мікрометрі, що відповідає щільністю 
матеріалу електропровідної рідини та щільності плівкоутворювача. При цьому під ефективною 
товщиною плівки розуміють ту товщину, яку мав би шар, якби матеріал був рівномірно 
розподілений по поверхні з щільністю, що дорівнює щільності плівкоутворювача. 

При дослідженнях за цією методикою рідини повинні бути обов'язково електропровідними, 10 

наприклад звичайна вода або розчини речовин, які мають іонну провідність. Прилад дозволяє 
вивчати характеристики плівкоутворення на плоскій пластині як одиночних плівок, так і умови 
злиття окремих плівок в суцільну плівку. Результати даних досліджень можна використовувати 
для промислового проектування розпилювачів рідини. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 40 

Прилад для визначення товщини шарів плівкоутворення на статичних підкладках, що 
складається з резервуара постійного рівня рідини, на днищі якого виконано щонайменше один 
отвір і до якого приєднаний плоский змінний плівкоутворювач, електроконтактного пристрою, 
який складається з мікрометра з голкою, яка може переміщуватися по висоті, та індикатора 
змінного струму, при цьому мікрометр жорстко закріплений до днища резервуара постійного 45 

рівня рідини та розміщений під прямим кутом до плоского змінного плівкоутворювача. 
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